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【緒言】 抵抗可変メモリー(ReRAM)の主な構造は、遷移金属酸化物を金属電極で挟んだ 2 端子コ

ンデンサー型のシンプルな素子となっている。これらの素子に電圧を印加すると、電気抵抗の高

抵抗状態(HRS)と低抵抗状態(LRS)を可逆的に変化させることができる抵抗スイッチング現象が観

察される。この現象は、ペロブスカイト型伝導性結晶である Nb:SrTiO3 と金属との接合で広く研

究されてきた。本研究では、そのスイッチング特性をさらに調べるために、素子への水素処理を

実施することで抵抗変化現象を検証したので報告する。 

【実験方法】 試料には主に Nb 0.5wt%添加した Nb:SrTiO3(001)単結晶を用いた。試料を洗浄した

後、マスクパターンを用いて、複数の金属電極（Au, Pt, Ti 等）を真空蒸着法やマグネトロンスパ

ッタリング法により 2 端子構造の接合素子を作製した。作製した素子について、電流－電圧(I-V)

および電気容量－電圧 (C-V)特性を 78–300 K の温度範囲で測定した。接合界面の電子状態観察に

は、軟Ｘ線および硬Ｘ線光電子分光（HAXPES）測定を行った。各素子に、高周波水素プラズマ

照射を行い、水素添加効果を検証した。 

【結果と考察】 Ti 電極ではオーミック接合であるが、

Au 電極と Pt 電極においては、整流特性に HRS と LRS が

現れ、抵抗スイッチング現象を観測した。図１に、

Nb:SrTiO3 表 面 に 水 素 プ ラ ズ マ 処 理 を 施 し た

Pt/Nb:SrTiO3(001)接合の I-V 測定結果を示す。水素処理な

しの接合（As-depo.）では明瞭な整流特性が得られたのに

対して、水素処理を行った接合（H2 plasma）では、リバ

ース側の電流値が顕著に大きくなっている。軟Ｘ線および

硬Ｘ線光電子分光測定から、Nb:SrTiO3 表面近傍数 nm の

範囲で電子状態が変化していることを観察した。ショット

キー障壁や界面状態に水素不純物効果が見られ、スイッチ

ング特性に変化が起きたと考えられる。 
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  図 1. 水素プラズマ処理前後における

Pt/Nb:SrTiO3(001)接合の室温 I-V 特性。 
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